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【はじめに】 

ワイドギャップ材料の 1 つである酸化ガリウム（Ga2O3）は，次世代パワー半導体材料[1]とし

て注目されており，ミスト化学気相成長 (Mist CVD) 法を用いた高結晶性a-Ga2O3 薄膜の研究[2]

が進められている．この手法で作製されるa-Ga2O3 薄膜は，遷移金属元素との混晶化[2]が可能で

あるため，積層化やヘテロエピタキシャル成長などで生じる格子不整合の緩和や膜中欠陥や転位

の抑制に用いられる有用なバッファー材として研究が進められている． 

そこで我々は，Mist CVD法により，アルミニウム(Al)を置換材料としたa-(AlxGa1-x)2O3混晶薄膜

を作製し，その構造を評価したので報告する． 

【実験方法】 

混晶薄膜は，ファインチャンネル構造[3]を有する Mist CVD 製膜装置によって作製された．混

晶化は，原料溶質である Al (Ⅲ) / Ga (Ⅲ) acetylacetonateの混合比を調整した溶液を使用した．基板

には c面サファイア基板を用い，60分の製膜を行った．混晶薄膜の構造は，X線回折（XRD）お

よび原子間力顕微鏡（AFM）を用いて評価した．  

【結果と考察】 

図 1に Al添加量を変化させた混晶膜の XRDパターンを示す．Al添加量が 50 %以下の場合，c

軸長に変化は見られなかったが，70 %を超えると Al添加量の増加とともに，c軸長は縮む傾向を

示し，Al が薄膜中に取り込まれていくことを示

唆している．また，ピーク強度は Al添加量の増

加とともに低下していくことから，混晶膜の結

晶性はAl添加量の増加により悪化していくと思

われる．講演では，AFMによって測定された混

晶薄膜の表面形態についても詳細に議論する． 
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Fig.1. XRD spectra of a-(AlxGa1-x)2O3 thin films 
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